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@ Verfahren und Vorrichtung zur Poliertuchaufbereitung beim chemomechanischen Polieren,

insbesondere von Halbleiterscheiben.

@ Beim chemomechanischen Polieren, insbeson-
dere von Halbleiterscheiben, sinkt mit steigender
Standzeit des Poliertuches der Abtrag und die geo-
metrische Qualitdt der Scheiben. Dies kann dadurch
verhindert werden, daj jewsils nach dem Poliervor-
gang eine Aufbereitung des Poliertuches in der Wei-
se erfolgt, daB dem Poliertuch, im wesentlichen ohne
mechanische Beanspruchung, ein Druckfeld aufge-
pragt wird, durch welches sine Aufbereitungsfliissig-
keit zum Durchstrémen des Inneren des Poliertu-
ches gebracht wird und dabei die beim Polieren
entstandenen Rlcksténde mobilisiert und austrigt.
Zur Durchflthrung des Verfahrens eignet sich eine
quer Uber das Poliertuch (2) gelegte Grundplatie (4)
mit einer mit AustrittsSffnungen (7) flir die Aufberei-
tungsfliissigkeit versehenen ebenen Arbeitsfldche.
Bei der Aufbereitung wird die Aufbereitungsfliissig-
keit unter der Grundplatte (4) in das bewegte Polier-
tuch (2) gedrlickt, so daB dieses nach und nach von
der durchsirémien Zone durchwandert wird.
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VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR POLIERTUCHAUFBEREITUNG BEIM CHEMOMECHANISCHEN PO-
LIEREN, INSBESONDERE VON HALBLEITERSCHEIBEN.

Die Erfindung betrifft Verfahren und Vorrich-
tung zur Poliertuchaufbereitung beim chemome-
chanischen Polieren, insbesondere von Halbleiter-
scheiben, durch Einwirkung von Flussigkeit auf das
Poliertuch.

Beim chemomechanischen Polieren von Schei-
ben, insbesondere Halbleiterscheiben, bei dem
eine oder beide Scheibencberflachen mit Hilfe von
Poliertiichern behandelt werden, die mit einem
meist auf Basis von Silicaien oder Kieselsduren
zubereiteten Poliermittel beaufschlagt und auf eine
bewegte, in der Regel rotierende ebene Polierfld-
che aufgespannt sind, nimmt erfahrungsgemas mit
steigender Einsatzdauer der Poliertlicher sowohl
der Abfrag als auch die geometrische Qualitdt der
erhaltenen polierien Scheiben ab. Um diesem aus
der Ein- und Zweiseitenpolitur gleichermaBen be-
kannten Effekt zu begegnen, wird in dem im {BM
Technical Report TR 22.2341 mit Datum vom
10.April 1980 abgedruckien und im wesentlichen
auf dem Spring Meeting of the Electrochemical
Society in Boston, Massachusetis May 10, 1979
der Offentlichkeit zugdnglich gemachten Artikel von
E. Mendel, P. Kaplan und A.V. Patsis, "Pad Materi-
als for Chemical-Mechanical Polishing” vorgeschla-
gen, in ihrer Leistung abfallende Poliertlicher da-
durch zu regenerieren, daB sie mit einer 10%
Methanol-Wasser-Mischung gesplilt und zusétzlich
mit Faserblirsten abgeblirstet werden. Eine solche
Behandlung kann zwar dem Abfall der Abiragsraten
entgegenwirken, wihrend sie die bei steigender
Poliertuchstandzeit beobachtete ailmahliche Ver-
schlechterung der Scheibengeometrie, beispiels-
weise in Bezug auf die Ebenheit, nicht aufzuhalten
vermag. Fir einen PolierprozeB8 im Produkiions-
mafstab sind Schwankungen beider Parameter
gleichermafen unglinstig.

Die Aufgabe der Erfindung lag also darin, ein
Verfahren anzugeben, nach dem sich bei der Ein-
und Zweiseitenpolitur die Poliertlicher so aufberei-
ten lassen, daB bei langer Poliertuchstandzeit und
gleichbleibend hoher Abtragsrate gleichzeitig auch
eine hohe geometrische Qualitdt der erhaltenen
polierten Scheiben gewdhrleistet ist, sowie zu sei-
ner Durchfiihrung geeignete Vorrichtungen bereit-
zustellen.

Geldst wird die Aufgabe durch ein Verfahren,
welches dadurch gekennzeichnet ist, daB nach
dem Poliervorgang eine Aufbereitungsfilissigkeit
unter Drucke inwirkung zum Durchsir6men des Po-
liertuches gebracht wird, wobsei durch den Flissig-
keitsstrom die im Inneren des Poliertuches wah-
rend des Poliervorganges entstandenen RUckstin-
de mobilisiert und zumindest teilweise aus dem
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Poliertuch ausgetragen werden.

Uberraschend wurde ndmlich gefunden, daB
eine solche unter Durchstrémen und ohne mecha-
nische Beanspruchung des Poliertuches ablaufen-
de Aufbersitung zu besseren Ergebnissen flhrt, als
eine Aufbereitung, bei der das Poliertuch auch me-
chanisch, beispielsweise mit Blrsten, Abziehklin-
gen oder anderen, die Oberfliche aufrauhenden
Hilfsmitteln bearbeitet wird.

Das Verfahren eignet sich grundsiizlich zur
Anwendung bei poliertlichern, welche eine das
DurchstrBmen von Flussigkeiten gestattende Hohl-
raumstruktur besitzen. Solche Poliertlicher sind be-
kannt und beispielsweise in dem oben erwihnten
Artikel oder in der EP-A-239 040 (angemeldet
20.03.87 mit Prioritit der US-Anmeldung mit Akten-
zeichen 843881) sowie in der dort zitierten und im
Recherchenbericht genannten Patentliteratur, oder
in der EP-A-291 100 beschrieben. Sie bestehen in
der Regel aus Poromeren (poromerischen Werk-
stoffen), meist auf Polyester- oder Polyurethanba-
sis, in welche gegebenenfalls auch Fasermateria-
lien zur Verstlrkung eingelagert sein kdnnen. Hiu-
fig sind sie auch sandwichartig aus verschiedenen
Schichten aufgebaut und stellen damit ein porGses
durchstrdmbares Mehrphasensystem dar.

Als Aufbereitungsflissigkeit kommen, schon
aus Kostengriinden, hauptsdchlich wéssrige Pha-
sen in Frage. Grundsdizlich kann sogar reines,
vorzugsweise entsalztes oder durch Umkehrosmo-
se gereinigtes Wasser eingesetzt werden. Gunstig
werden dem Wasser jedoch Agentien zugesetzt,
die die beim Polieren des jewsiligen Halbleiterma-
terials im Poliertuch sich ablagernden Riickstdnde
chemisch anzugrsifen und zumindest teilweise in
L8sung liberzuflihren vermGgen. Beim Polieren
von Siliciumscheiben werden beispielsweise zur er-
findungsgeméBen Aufbereitung des Poliertuches
bevorzugt alkalische wéssrige LOsungen verwen-
det, wobei sich der pH-Bereich von 10 bis 12
besonders bewdhrt hat. Als Zusitze haben sich in
wéssriger L&sung alkalisch reagierende Verbindun-
gen des Ammoniums sowie der Alkalielemente, vor
allem die Hydroxide und Carbonate des Natriums
und insbesondere des Kaliums bewahrt. Es wurde
gefunden, daB derartige alkalische L&sungen die
Auflésung von beim Poliervorgang im und auf dem
poliertuch gebildeten silicatischen Riickstdnden un-
terstiitzen und zugleich die Neubildung von silicati-
schen Kondensaten unterbinden. Auch die sich
meist in Form eines braunen Belages absetzenden
Phasen von nicht vollstdndig oxidiertem Silicium
k&nnen in der Regel im alkalischen weiteroxidiert
und durch Auflésen zumindest teilweise mobilisiert
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werden.

Ahnliche Wirkungen k&nnen auch bei anderen
Polierprozessen durch auf die Polierrlickstdnde
chemisch einwirkende, das Poliertuch nicht angrei-
fende Zusitze erzielt werden. Beim Polieren von
Germanium- oder Galliumarsenidscheiben kdnnen
zur Aufbersitung des Poliertuches beispielsweise
wéssrige L&sungen eingesetzt werden, die als
Agentien beispielsweise oxidierende Komponenten
wie etwa Hypochlorit, z.B. Natriumhypochlorit ent-
halten.

Als vorteilhaft hat sich, vor allem bei der Aufbe-
reitung von beim Polieren von Siliciumscheiben
eingesetzien Poliertlichern, der Zusatz von minde-
stens drei Kohlenstoffatome im Molekiil enthalten-
den Alkoholen, vorisilhaft Organosilanolen, vor-
zugsweise Trialkylsilanolen und insbesondere
Trimethyl-oder Triethylsilanol zu der Aufbereitungs-
flussigkeit erwiesen. Es wurde gefunden, daB der-
artige Zus8tze der Kondensation von Silicaten in
der Weise entgegenwirken, daB die durch solche
Kondensate hervorgerufene Verkrustung des Pol
iertuches verhindert wird und auch bereits beste-
hende Verkrustungen aufgeldst werden k&nnen.
Diese alkoholischen Zusétze sind dabei bereits in
geringen Konzentrationenen wirksam; so konnten
im Konzentrationsbereich von 0.01 bis 1 Gew.%
Silanol, bezogen auf die jeweilige Gesamtldsung,
gute Ergebnisse erzielt werden.

In den meisten Fillen hat es sich auch als
ausreichend erwiesen, derartige Zusétze nicht bei
jedem, sondern nur periodisch beispielsweise bei
jedem flinf- bis flinfzehnten Aufbereitungsschritt
anzuwenden. Dies gilt gleichermaBen flr den Zu-
satz von Alkoholen wie auch die Rickstdnde che-
misch angreifenden Verbindungen, die vorteilhaft
gleichzeitig, aber auch aufeinanderfolgend als Zu-
sitze in der Aufbereitungsiliissigkeit angewendet
werden k&nnen. Ein solches Vorgehen empfiehit
sich auch, um den Verbrauch an den oft teuren
Zusatzstoffen niedrig zu halten.

Die Druckbedingungen, unter denen die Aufbe-
reitungsfliissigkeit auf das Poliertuch aufgebracht
wird, spielen eine wichtige Rolle. Sie sollen einer-
seits eine ausreichende Eindringtiefe der Fliissig-
keit in das Poliertuchinnere und eine genligende
Durchstrémstrecke gewhrleisten und andererseits
sicherstellen, daB das Poliertuch auf seiner freien
Oberfldche von einem Flissigkeitsfilm bedeckt ist,
so daB beispielsweise ein direkter mechanischer
Kontakt zwischen der empfindlichen Poliertuch-
oberfiache und zum Aufbringen der Aufbereitungs-
flissigkeit oder zum Abstreifen der aus der Polier-
tuchoberfldche austretenden Fllssigkeit verwende-
ten Vorrichtungen oder Hilfsmitteln nicht stattfindet.
Dabei sind im wesentlichen Einflisse durch die
Poliertuchstrukiur, die Geomseirie der Austrittsdfi-
nungen, durch welche die Aufbereitungsfliissigkeit
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auf das Poliertuch aufgebracht wird, die Geometrie
von dafilir verwendeten Hilfsmitteln bzw. Vorrichtun-
gen sowie durch deren Eigengewicht und/oder zu-
sétzliche Druckeinwirkung aufiretende Druckkrifie
zu berlicksichtigen. Bei der groBen Anzahl der zu-
sammenwirkenden Parameter werden zweckm&Big
geeignete Druckbedingungen jeweils in Vorversu-
chen ermittelt und auf den speziellen Fall zuge-
schnitten.

Nachstehend wird an Hand der Figuren 1 und
2 eine mdgliche Ausfiihrungsform einer zur Durch-
flihrung des erfindungsgemaBen Verfahrens geeig-
neten Vorrichtung in einer Draufsicht und im Quer-
schnitt sowie das Verfahren selbst beispielhaft ni-
her erldutert. Einander entsprechende Bestandteile
sind in beiden Figuren mit den gleichen Bezugszif-
fern versehen.

Figur 1 zeigt in einer Draufsicht einen Aus-
schnitt aus einem Polierteller 1 einer handelsiibli-
chen Poliermaschine, der mit einem Poliertuch 2
aus beispielsweise Polyurethan bespannt ist. Auf
den Polierteller aufgelegt ist, schematisch darge
stellt, . eine Vorrichtung 3 zur Durchfiihrung des
erfindungsgem&fen Aufbereitungsprozesses. Sie
besteht aus siner flachen Grundplatte 4, beispiels-
weise aus genligend abriebfesten Kunststoffen wie
Polyvinylichlorid, Polypropylen, Polyurethan, Polyte-
trafluorethylen oder Fluorthermoplasten, oder Me-
tallen wie Stdhlen, Aluminium oder Aluminiumlegie-
rungen oder Titan, welche gegebenenfalls auch mit
Kunststoffbeschichtungen, vorieilhaft auf Basis von
Fluorthermoplasten, versehen sein k&nnen. Die
Grundplatte kann als massiver oder als Hohlk&rper
gestaltet sein. Bei der Materialauswahl ist natlirlich
die Kontaminationsgefahr zu beriicksichtigen; ande-
rerseits muB auch eine genligende Druckfestigkeit
und Formstabilitdt gewZhrleistet sein, um den un-
gestdrten Aufbau des flir das Durchstrémen der
Aufbereitungsfliissigkeit erforderlichen Druckfeldes
zu ermdglichen.

Beim Einsatz zur Aufbereitung der Poliertlicher
in Einseitenpoliermaschinen ist es ausreichend,
wenn nur die dem Polierteller zugewandte Arbeits-
fliche der Grundplatie eben ist, wéhrend bei der
Zweiseitenpolitur die Grundplatte glinstig auf der
Ober- und Unterseite planparallele ebene Auflage-
bzw. Arbeitsf Iachen aufweist, da dann die Aufbe-
reitung des oberen und unteren Poliertuches
gleichzeitig erfolgen kann. Bew&hrt haben sich
quader- oder leistenfdrmige Grundplatten, wobei
jedoch der Einsatz von Grundplatten mit anders
gestalteten Arbeitsflichen, die sich beispielsweise
radial nach aufen erweitern, nicht ausgeschlossen
ist.

ZweckmiBig sind an der Grundplatte innere
und HduBere Positionierhilfsmittel 5 und 6 ange-
bracht, beispielsweise Stifte, Zapfen oder Haken,
die es gestatten, die Grundplatte in eine feste
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Arbeitsposition beziiglich des rotierenden Poliertu-
ches zu bringen und in dieser zu halten.

In der jeweils dem Poliertuch zugewandien Ar-
beitsfliche der Grundplatte sind Austritts&ffnungen
7 vorgesehen, die bevorzugt als Schlitze gestaliet
sind, welche nahezu die gesamte Breite des Polier-
tuches Uberspannen. Es wurde gefunden, daf sich
mit schlitzfdrmigen Austrittsdffnungen eine beson-
ders gleichméBige Durchsirdmung des Poliertu-
ches erzielen [4Bt, und insbesondere die Ausbil-
dung von schlecht durchstrémten Bereichen, in
denen sich Polierrlickstdnde im Poliertuchinneren
absetzen oder gar anreichern kdnnen, verhindert
werden kann. Beglnstigt wird dies auBerdem durch
die zu den Schlitzen parallel verlaufenden Kanten
der Grundfliche der bevorzugt leistenfSrmigen
Grundplatte, welche dabei gewihrleisten, da8 na-
hezu liber die gesamte Poliertuchbreite die von der
Aufbereitungsflissigkeit  durchstrdmte  Strecke
gleich lang ist. Grundsdtzlich ist nur ein derartiger
Schiitz fur die Aufbereitung ausreichend. Vorteilhaft
werden jedoch mindestens zwei, giinstig paralle! zu
den jeweils benachbarten Lingskanten der Arbeits-
fliche verlaufende, Schlitze vorgesehen, da sich
dann die beispielsweise durch apparate-oder ver-
fahrenstechnisch bedingte Ausnehmungen im Po-
lierteller, wie Schlitze, Kanile, Spalte oder Offnun-
gen, hervorgerufenen Druckabfille im sich zwi-
schen diesem, dem Poliertuch und der Grundplatte
durch die zugefiihrte Aufbereitungsfliissigkeit auf
bauenden Druckield weniger stérend auswirken.
Dies gilt insbesondere fiir die Zweiseitenpolitur.

Bei der Dimensionierung der Schlitze ist insbe-
sondere zu beachten, daB sie nur so weit an den
Poliertuchrand heranreichen, daB ein Durchbrechen
der Aufbereitungsfliussigkeit in diesem Bereich aus-
geschlossen werden kann, was zum Zusammen-
bruch des Druckfeldes und letztlich bis zur mecha-
nischen Beschiddigung des Poliertuches fiihren
kann. Die erforderliche Schlitzbreite wird zweckmé-
Big in Vorversuchen ermittelt; sie kann iiber-
schlagsméBig bei Kenntnis des zur Verfligung ste-
henden Druckes der Aufbereitungsfliissigkeit, im
Regelfall also des Leitungsdruckes der Wasserver-
sorgung, abgeschitzt werden.

Eine andere M&glichkeit besteht beispielsweise
darin, die aufbereitungsflissigkeit durch Uber die
Unterseite der Grundplatte, vortsilhaft gleichméBig,
verieilte Austrittséffnungen mit rundem, ovalem
oder polygonalem Querschnitt austreten zu lassen.
Auch Anordnungen mit gegeneinander versetzten
oder gestaffelten, zu den L3ngskanten der Grund-
platte parallelen oder schrdg verlaufenden sowie
ringfGrmigen Schiitzgruppen sind denkbar, sofern
eine gleichmifige Beaufschlagung des Poliertu-
ches gewdhrieistet ist.

Bei der Aufbereitung von bei der Einseitenpoli-
tur eingesetzten Poliertlichern sind die Grundplat-
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ten an ihrer Oberseite geschlossen und die Aus-
tritts&ffnungen befinden sich nur an der dem auf
zlibereitenden Poliertuch zugewandten Seite der
Grundplatte. Dies gilt auch, wenn bei Zweiseitenpo-
lieranordnungen das obere und das untere Polier-
tuch mittels separater, jeweils nur einseitig wirksa-
mer Vorrichtungen aufbereitet werden soll. Vorteil-
hafter ist in diesem Fall jedoch die Aufbereitung
mit Hilfe von Grundplatten, die AustrittsGffnungen
an der Unter-und Oberseite besitzen und daher die
gleichzeitige Einwirkung der Aufbereitungsflissig-
keit auf das untere und das obere Polieriuch er-
mdglichen. Dabei kann auch Uber den oberen Po-
lierteller in der vom eigentlichen Poliervorgang her
bekannten Weise leicht der erforderliche Arbeits-
druck eingestellt werden.

Die oberen und unteren Austrittsdffnungen
kdnnen dabei miteinander verbunden sein und je-
wells gemeinsamen Drucksystemsen angeh&ren
oder aber getrennt und voneinander unabh&ngigen
Drucksystemen zugehdrig sein.

Die Versorgung der Grundplatie bzw. der Aus-
trittsSffnungen mit Aufbereitungsfllissigkeit kann
beispielsweise Uber Zulei tungen 8 erfolgen. Glin-
stig werden dabei, aus den bereits erwihnten
Griinden, mindestens zwei voneinander getrennte
Versorgungssysteme vorgesehen, um gegentiber
Druckschwankungen weniger empfindlich zu sein.
ZweckméBig sind die Zuleitungen an eines oder
mehrere Reservoire angeschlossen, in welchen die
Aufbereitungsflissigkeit vorgelegt ist. Der erforder-
liche Arbeitsdruck kann auf verschiedene Art und
Weise erzeugt werden, beispielsweise hydrosta-
tisch durch erhéhte Position der Reservoire gegen-
Uber der Grundplatie, oder durch auf die FlUssig-
keit einwirkende PreBgase wie z.B. Prefluft, oder
durch Pumpen. Obwohl grundsdizlich der Arbeits-
druck nach oben hin keinen Beschrénkungen unter-
liegt, werden in der Regel diejenigen Driicke nur in
Ausnahmeféllen eingesetzt, bei denen der apparati-
ve sowie der bedienungs-und sicherheitstechnische
Aufwand unverhilinismaBig hoch wird. In der Regel
ist ohnehin der bei den Ublichen Flissigversor-
gungssystemen, z.B. Wasserleitungen, vorgesehe-
ne Leitungsdruck ausreichend.

Figur 2 zeigt im Querschnitt schematisch in
einer Anordnung zur Zweiseitenpolitur die jewsils
mit einem Poliertuch 2 bespannten unteren und
oberen Polierteller 1, die sich gegensinnig bewe-
gen, beispielsweise rotieren. Dazwischen befindet
sich die Grundplatte 4, aus deren oberen und un-
teren Austritts&finungen 7 und 7', die zwei separa-
ten Versorgungssystemen angeh&ren, Aufberei-
tungsfliissigkeit gedriickt wird. Wie durch die Pileile
angedeutet, dringt diese durch die Poliertuchober-
fliche in das Innere der beiden Poliertlicher ein,
durchstr6mt dieses und tritt am Ende der Grund-
platte wieder aus den Poliertlichern aus. Die durch-
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strémte Strecke entspricht dabei im wesentlichen
dem Abstand zwischen den AustrittsGffnungen und
den Kanten der Grundplatte, hinter denen die Wir-
kung des Druckfeldes aufhdrt, so daB die Aufberei-
tungsflissigkeit wieder austreten kann. Auf ihrem
Weg durch das Poliertuchinnere 18st sie dabei die
dort abgelagerten, beim PolierprozeB entstandenen
Riickstdnde teils chemisch auf, teils mechanisch
ab, filhrt sie geldst bzw. in Form von mobilisierten
Partikeln im FlUssigkeitsstrom mit, und trégt sie
schlieflich beim Austreten aus dem Poliertuchinne-~
ren aus, weiches dadurch bei geniigend langer
Aufbereitungszeit in einen dem urspriinglichen na-
hekommenden, nahezu riickstandsfreien Zustand
ibergefiihrt werden kann.

Im allgemeinen haben sich Aufbereitungszeiten
von 2 bis 60, vorzugsweise 5 bis 20 Minuten als
ausreichend erwiesen, um ein Poliertuch so weit zu
regenerieren, daf es im Polierergebnis hinsichtlich
Abtragsrate und Scheibengeomatrie wieder einem
unverbrauchten Poliertuch entspricht.

Das bei dem Aufbereitungsschritt dem Polier-
tuch im Bereich der Grundplatte aufgeprigte
Druckfeld besitzt seine h&chsten Werte bei und
zwischen den beiden Austritts&ffnungen. Nach au-
Ben zu sinkt dann der Druck nahezu linear ab, bis
er an den Kanten der Grundplatte den Umgebungs-
wert erreicht hat. Letztlich ergibt sich, vereinfacht
betrachtet, ein trapezfdrmiges Druckfeld, das an
den Stirnflichen gestdrt ist. Wenn der Druck der
aus den Austrittsdffnungen ausstrdmenden Aufbe-
reitungsf |lssigkeit den erforderlichen Grenzwert
libersteigt, wird die Grundplatte gegeniliber dem
unteren Poliertuch und das obere Poliertuch ge-
genliber der Grundplatte geringfiigig angehoben,
und es bildet sich zwischen den Arbeitsf ldchen
und den Tilchern ein diinner, ebenfalls durch-
stromter Spalt aus. Dieser wirkt in der Art eines
hydrostatischen Lagers, so da das Poliertuch nicht
mehr als Ubertriger von Druckkréften auf den Po-
lierteller wirkt. Dies gilt sowohl bei relativ zur
Grundplatte ruhendem wie auch bewegtem Polier-
tuch. Wie bereits eridutert, wird dieser Grenzwert
zweckmiBig empirisch, hauptsdchlich nach Polier-
tuchtyp sowie Grundplatten- und Poliergerétverhal-
ten in Vorversuchen ermittelt, da sich derartige
Faktoren oft schwer im voraus abschétzen lassen.

Bei der Aufbereitung wird eine Relativbewe-
gung zwischen der Grundplatte und dem Poliertuch
eingestellt, so daB die im Bersich der Grundplatte

aufgebaute durchstrdémte Zone nach und nach, vor- |

teilhaft wiederholt, das Poliertuch durchwandert.
Dies kann bevorzugt bei ruhender Grundplatte und
bewegtem Tuch, grundséizlich aber auch bei ru-
hendem Tuch und bewegter Grundplatte oder Be-
wegung von beiden geschehen. Giinstig werden
jeweils mehrere, Uber das Poliertuch verteilie
durchstrémte Zonen vorgesehen, schon um die
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Aufbereitungsdauer kurz zu halten.

Voraussetzung flir ein einwandfrei wirkendes
Aufbereitungsverfahren ist jedoch, daB die Polier-
tuchoberfléche nicht durch beim Poliervorgang ent-
standene Beldge zugeschmiert ist und dadurch das
Tuch nicht mehr durchstrdmbar ist. In solchen Fil-
len wird zweckmipig vor dem eigentlichen Aufbe-
reitungsschritt die Poliertuchoberfliche soweit als
mdglich von diesen Beldgen befreit und dadurch
zumindest wieder teilweise durchsirdmbar ge-
macht. Dies kann in manchen Fillen beispielsweise
durch Einwirken von stark alkalischen Zusiizen
erreicht werden. Manchmal ist jedoch ein Wechsel
des Poliertuches unvermeidbar.

Der eigentliche Aufbereitungsvorgang kann wie
folgt durchgeflhrt werden: Zundchst wird nach Ent-
nahme der polierten Scheiben quer iiber das nun-
mehr freie, auf dem unteren Polierteller auige-
spannte Poliertuch die vorgesehene Anzahl Grund-
platten in die vorgesehene Arbeitsposition aufge-
legt. Diese Anzahl entspricht vorteilhaft bei der
Einseitenpolitur der Anzahl der vorhandenen Druck-
stempel, mittels derer dann bei der Aufbersitung
jeder Grundplatte ein bestimmter, dem durch die
Aufbereitungsfliissigkeit erzeugten Auftrieb enige-
genwirkender Arbeitsdruck aufgegeben werden
kann. Bei der Zweiseitenpolitur werden zweckmi-
Big mindestens drei gleich dicke Grundplatten
gleichmiBig Uber den unteren Polierteller verteilt
und dann zur Erzeugung des Arbeitsdruckes der
obere Polierteller abgesenkt. Nun wird die Flissig-
keitszufuhr gedffnet, und die Aufbereitungsfliissig-
keit stromt mit dem vorgesehenen Druck auf die
Poliertuchoberflache, dringt in das Innere ein und
strémt schlieBlich am Rand der Arbeitsflache der
Grundplatte wieder aus dem Poliertuch heraus, wo-
bei nach und nach die im Poliertuch befindliche
Flussigkeit verdrdngt, die Rickstdnde geldst und
mobilisiert und schlieBlich ausgetragen werden.
Nach Ausbildung des durchstr6mien Spaltes zwi-
schen Grundplatte und Poliertuch, die sich bei-
spielsweise bei Uberwachung des Fllissigkeitsdruk-
kes durch eine Druckstabilisierung und -konstanz
erkennen 14Bt, kdnnen der bzw. die Polierteller in
Drehung versetzt werden; die Drehgeschwindigkeit
kann in der Regel auf Werte bis zur Polierdrehzah!
gesteigert werden, was jedoch nicht zwingend vor-
geschrieben ist. Wenn die vorgesehene Aufberei-
tungszeit, meist etwa 5 bis 20 Minuten, abgelaufen
ist, wird die Drehbewegung gestoppt, die Flissig-
keitszufuhr unterbrochen und die Druckstempel
bzw. der obere Polierteller hochgefahren. Nun kén-
nen die Grundplatten entnommen werden, und eine
erneute Polierfahrt kann beginnen.

Durch das erfindungsgemiBe Aufbereitungs-
verfahren sowie die zu seiner Durchfiihrung gesig-
neten Vorrichtungen wird es erm&glicht, beim Po-
lierprozeB, und zwar sowohl bei der Ein-und Zwei-
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seitenpolitur wie auch bei Kitt/Templateverfahren,
bei langen Poliertuchstandzeiten gleichbleibend
hohe Abtragsraten zu erzielen und gleichzeitig Uber
die gesamte Einsatzdauer des Poliertuches hinweg
eine hohe geometrische Prézision der polierten
Scheiben (insbesondere hinsichtlich der Ebenheit)
aufrechizuerhalten. Es eignet sich insbesondere
zum Einsatz bei Polierprozessen, bei denen eine
hohe geometrische Prézision des Produkies gefor-
dert ist, also in erster Linie flir Halbleiterscheiben,
insbesondere aus Silicium, Germanium oder Galliu-
marsenid, oder Scheiben flir magnetische Speicher
auf Basis von beispicisweise Gallium-Gadolinium-
Granat, aber auch filir Scheiben zum Einsatz in
optischen Systemen aus Glas oder Quarz.

Nachstehend wird das erfindungsgemiBe Ver-
fahren an Hand eines Ausflihrungsbeispiels n&her
erldutert:

Beispiel:

In einer handelsiblichen Anordnung zum zwsi-
seitigen Polieren von Siliciumscheiben wurden der
obere und der untere runde Polierteiler mit sinem
gebriuchlichen poromeren Poliertuch auf
Polyester/Polyurethanbasis (Poliertuchbreite ca. 50
cm) bespannt. In dieser Apparatur wurde unter
tiblichen Polierbedingungen (Temperatur ca. 40° C,
Druck ca. 50 kPa) eine Folge von Polierfahrten
durchgeflihrt. Dabei wurden jeweils Chargen von
25 Siliciumscheiben (Durchmesser ca. 150 mm,
Dicke ca. 675 1m, (100)-Orientierung) fir 30 Minu-
ten unter Zufuhr einer im Handel erhiltlichen alkali-
schen, ein Si02-Sol enthaltenden Polierldsung po-
liert.

AnschlieBend wurde der Poliervorgang been-
det, der obere Polierteller hochgefahren und die
polierten Scheiben entnommen. Zur Ermittlung der
Abtragsrate wurde die Scheibendicke vermessen;
sie betrug ca. 615 um, entsprechend einem durch-
schnittlichen Abtrag fiir alle Scheiben von ca. 60
um. Die geometrische Qualitit der erhaltenen
Scheiben wurde an Hand des "TTV"-Wertes
("Total Thickness Variation”, totale Dickenvariation)
beurteilt, der dem Absolutbetrag der Differenz des
maximalen und minimalen gemessenen Dickenwer-
tes einer Scheibe aus einer Vielzahl von Punkimes-
sungen entspricht. Die Messung wurde in bekann-
ter Weise mit Hilfe eines handelsliblichen Mefge-
rétes mit einer kapazitiven Methode vorgenommen,
bei der die Scheibe mittels zweier Sonden bekann-
ten Abstandes von beiden Seiten gleichzeitig abge-
tastet wird. Der dabei ermittelte Durchschnittswert
flr alle Scheiben betrug ca. 1um.

Zur Aufbereitung des Poliertuches, das an eini-
gen Stellen eine leicht briuniiche Verfirbung er-
kennen lieB, wurden nun im 120" -Winkel zueinan-
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der drei analog den Figuren gestaltete, leistenf&r-
mige Grundplatten (L&nge ca. 50 cm, Breite ca. 25
cm, Dicke ca. 3 cm) aus Polyvinylchlorid auf den
unteren Polierteller aufgelegt und mit Hilie von
duBeren und inneren Zapfen in ihrer Arbeitsposition
quer Uber dem Poliertuch befestigt. Die obere und
untere Arbeiisfliche der Grundplatte war jeweils in
der Mitte mit einem Paar von Schiitzen
(Schlitzbreite ca. 3 mm, Schlitzabstand ca. 3 cm)
versehen, die bis auf etwa 2 cm an den inneren
und duBeren Rand des Poliertuches heranreichten.
Uber jeweils zwei voneinander unabhingige Zulei-
tungen konnten die auf der Ober- und Unterseite
jeder Grundplatte einander gegeniberliegenden
Schlitze getrennt mit Aufbereitungsflissigkeit ver-
sorgt werden.

Diese bestand bei der Standardaufbereitung
aus Wasser, bei der Aufbereitung nach jeder zehn-
ten Polierfahrt jedoch aus einer wéssrigen L8sung
von ca. 0.4 Gew% Kaliumcarbonat, der zusiizlich
ca. 0.05 Gew% Trimethylsilanol zugesetzt waren.
Die Aufbereitungst lUssigkeit war in einem Reser-
voir vorgelegt und konnte mit dem im Gebdude
vorliegenden Wasserleitungsdruck von von ca. 500
kPa auf die Poliertlicher aufgebracht werden.

Nun wurde der obere Polierteller nach unten
gefahren und mit einem Druck von ca. 50 kPa auf
die Grundplatten aufgelegt. Danach wurde die Zu-
fuhr der Aufbereitungsfllssigkeit aufgenommen, bis
durch die gleichmBig an den Randern der Grund
platten aus dem Poliertuch ausiretende Flissigkeit
zu erkennen war, daB sich ein geeignetes Druck-
feld aufgebaut hatte. Jetzt konnten der obere und
untere Polierteller in gegensinnige Drehung ver-
setzt werden, und der eigentliche Aufbereitungsvor-
gang begann, bei dem durch die das Poliertuch
durchstrémende Fllssigkeit nach und nach die
Ruckstédnde des Poliervorganges im Poliertuchin-
neren mobilisiert und ausgetragen wurden. Als die-
ser Vorgang nach etwa 10 Minuten beendet wurde,
war auf dem Poliertuch keine Verfdrbung mehr zu
erkennen.

Die nachfolgende Polierfahrt erbrachte hinsicht-
lich Abtrag und Scheibengeometrie ("TTV"-Wert)
die selben Ergebnisse wie die vorhergehende.

in der hier dargesteliten Weise wurden nach-
einander sechzig Polierfahrten, jede gefolgt von
einer zehnminltigen erfindungsgeméBen Polier-
tuchaufbereitung, durchgefiihrt. Auch danach lag
der Abtrag unver@ndert bei ca. 60 tm und der
"TTV"-Wert bei ca. 1 um. Das Poliertuch lief kei-
nerlei braunen Belag erkennen.

In einem Vergieichsversuch wurde in der glei-
chen Anordnung, mit neu aufgespannten und fri-
schen Poliertlichern derselben Spezifikation, unter
den gleichen Polierbedingungen eine weitere Reihe
von Polierfahrten durchgefiihrt. Die dazwischenge-
schalteten Aufbersitungsschritte wurden jedoch in
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der konventionellen Art und Weise durchgeflihrt,
indem Biirsten zwischen die Polierteller gelegt wur-
den, welche anschiieBend in gegensinnige Drehung
versetzt wurden. Gleichzeitig wurde dabei Uber das
Poliermittelzugabesystem eine  Ldsung aus
Methanol/Wasser zugeflihrt. Der Aufbereitungsvor-
gang dauerte ebenfalls zehn Minuten.

Von Polierfahrt zu Polierfahrt konnte eine all-
mahliche Abnahme der Abtragsrate und eine Ver-
schlechterung der Scheibengeometrie beobachtet
werden. Bei der zwanzigsten Polierfahrt betrug der
Abtrag trotz regelméBiger Tuchaufbereitung nur
noch ca. 36 um, wihrend sich der "TTV"-Wert auf
ca. 2.5 um verschlechtert hatte, wobei die Dicken-
variation insbesondere im Randbereich der Schei-
ben angestiegen war. Zugleich hatte sich an eini-
gen Stellen der Poliertlicher ein brauner Belag auf-
gebaut, der sich durch die Aufbereitung nicht mehr
entfernen lie.

Anspriiche

1. Verfahren zur Poliertuchaufbereitung beim che-
momechanischen Polieren, insbesondere von Halb-
leiterscheiben, durch Einwirkung von Flissigkeit
auf das Poliertuch, dadurch gekennzeichnet, daf
nach dem Poliervorgang eine Aufbereitungsfliissig-
keit unter Drucke inwirkung zum Durchstr6men des
Poliertuches gebracht wird, wobei durch den Flis-
sigkeitsstrom die im Inneren des Polierfuches wéh-
rend des Poliervorganges enistandenen Riickstén-
de mobilisiert und zumindest teilweise ausgetragen
werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB eine wéssrige alkalische Losung als
Aufbereitungsfliissigkeit eingesetzt wird.

3. Verfahren nach den Anspriichen 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daB eine Alkalihydroxid oder
Alkalicarbonat gelGst enthaltende wissrige Ldsung
als Aufbereitungsfllissigkeit eingesetzt wird.

4. Verfahren nach einem oder mehreren der An-
sprliche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daf die
Aufbereitungsflissigkeit als Zusatz Organosilanol,
insbesondere Trialkylsilanol enthili.

5. Verfahren nach einem oder mehreren der An-
spriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daf das
Durchstrémen des Poliertuches zonenweise erfolgt.
6. Vorrichtung zur Durchflihrung des Verfahrens
nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 5,
bestehend aus einer das Poliertuch (2) quer lber-
spannenden Grundplatte (4) mit mindestens einer
ebenen, mit Austrittsdffnungen (7) flir die Auiberei-
tungsfliissigkeit versehenen Arbeitsfliche, sowie
mit mindestens sinem die Einspeisung der aufbe-
reitungsflliissigkeit unter Druck gestattenden Zulei-
tung (8).

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
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zeichnet, daB die Grundplatte (4) leistenfrmig aus-
gebildet ist.

8. Vorrichtung nach sinem oder mehreren der An-
spriiche 6 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daf als
Austritts6ffnung (7) mindestens ein Schlitz vorgese-
hen ist.

9. Vorrichtung nach einem oder mehreren der An-
spriiche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB als
Austrittsdffnungen (7) in jeder Arbeitsfliche minde-
stens zwei zu deren benachbarten Langskanten
parallele Schlitze vorgesehen sind, deren Linge
geringer ist als die Breite des aufzubereitenden
Poliertuches (2).

10. Vorrichtung nach einem oder mehreren der
Anspriiche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB
die Einspeisung der Aufbereitungsflissigkeit Uber
mindestens zwei getrennte Versorgungssysteme
erfolgt und die Austritisffnungen (7,7') mindestens
zwei voneinander unabhéngige Freigabesysteme
bilden.



EP 0 412 537 A2




EP 0 412 537 A2

79' ks 7)




	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

